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• L’analyse fine de l’inhomogénéité de la densité de courant et de la température. 

• L’étude des conséquences du vieillissement (dégradations) sur le comportement du 

composant en régime de commutation. 

• L’interprétation des dérives électriques et thermiques menant à la défaillance. 
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Simulateur 
thermique

Superviseur

- Contrôle les simulateurs dédiés
- Intègre un algorithme de gestion de 
communication
-Traite les résultats

Simulateur 
électrique



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cartographie de température pour ∆P (t) 
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Superviseur (Matlab) : 
Algorithme de communication 
basé sur des critères physiques 
 

Simulateur thermique 
(COMSOL) 

 

∆P 

(c) Calcul de la température 
moyenne  Tmoy  
 

(d) Détermination de l’instant de réactualisation 
de la température pour réinjection dans le 
modèle électrique thermosensible 
 

T(t) 

P(T,I) 

 

 

 

 

Sauvegarde des formes 
d’ondes électriques 
 

(f) Réévaluation de l’échauffement conduisant 

à une nouvelle dérive de la puissance dissipée 

au-delà du critère choisi 

 

(e ) Calcul de la température moyenne  
 

T(t) 

 

 

 

 

Ces étapes se répètent jusqu’à la 

fin de la simulation ET 

 

(b) Détermination de l’échauffement limite (∆T) 
correspondant à une dérive de puissance (∆P)  
supérieure au critère choisi 
 

 

 

 

 

Sauvegarde des formes d’ondes 

thermiques 

 

Chapitre I. Pré-calculs 
 

 

 

 

 

Sauvegarde des formes 
d’ondes électriques 
 

 

Simulateur électrique 
(System Vision) 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_de_script
http://fr.wikipedia.org/wiki/Freeware
http://fr.wikipedia.org/wiki/Automatisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%E2%80%99exploitation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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